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ABX; CH,NH,PbX,

A o Cation organique (CHsNH;)+
B @ Un cation inorganique
volumineux (Pb*")

X o Anion halogen non volumineux
en géneral du Cl ou I
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Type de cellules Rendements | Avantages Inconvénients
(Nov.2015)

sc-Si 25.6+£0.5 efficaces

me-Si 21.2540.4  durables

Couche mince/ CdTe 21.0+£0.4 Fabrication moins Rendement faible par rapport a la
chere technologie cristalline
Profitent mieux du Rareté des matiéres premiéres
rayonnement diffus Rapide dégradation de la
Moins sensible a la puissance initiale (20% au bout de
température et & quelques mois)
'ombrage

Dye 11.9+0.4 Fonctionne sans

ensoleillement direct/
faible éclairage

Couche mince/ 15.6+0.6
Perovskite
Organique 11.0+0.3
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g= )je + * 6 A
g =30um) o ST TS e e e N ) | ouvert n’es’r pas
C' : E (] [
LR T 1 N\ verticale: existence
I Lig=Spm) "¢ BN i .
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— | ! |
T s | circuit n'est  pas
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Viny(g=80um) | I\ i
Ve | A et de défauts
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Parameétres \[o]e1)
météorologiques
Eclairement (W/m?) 1000 1000

Température (°C) 25 20 20

Vitesse du vent (m/s)
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